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昇華法による Zn S″Se=_″結晶の光学的性質
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Abstract
Using the modified Piper method which is one of sublimation methods,
ZnS,Se=_″crystals、vere grown with″=1, 0,2, 0,83 and O.39,  PhOtOlumines―
cence spectra of ZnSe crystal samples(″= 0)are reported. The as―grown
ZnSe crystals have an emission band to be identified as SA emission. By
firing in Zn vapor, emission bands with peak energies at 2.34 eV and l,96
eV are induced. They may corresPond tO Cu―B and Cu―G mission bands in
ZnS crystal. No emission band is found on the sample fired in Se vapor.











さらに Y.Schnoら2)は, 電子線照射した Znsにお

















































Fig・l cross seCtiOn and teコ賦per ture profile

















































































































成比 ″を制御することが出来 ることが明 らかになっ
た。
3.2 フォトルミネッセンス スペクトル
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また,Ps2及び Pse2は' S及び Seの分圧をあらわ
している。















れる。Aは, 浅い中性アクセプター (主に Zn位置は
置換された Liあるいは,Na)に東縛された励起子に
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Fig。6.Ph鍵甘班ぞ策鳩認eCtra in the Zn‐
さらに発光帯が,ガウス分布であることを仮定すると
S. フ´= ―ぎ監歩― ・…・・(6)
ただし,Sは,Huang―Rhys因子をあらわし,電子の
遷移にともない励起されるフォノンの数を示す。為 と






























にシフトする。 また 1,96eV発光帯 のピークエネルギ
ーもまた,温度上昇とともに低エネルギー側にシフトす
:Zn
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4。 ま  と  め
昇率法の一種であるmodified Piper法を用いて組成
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